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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG 1st gestellt 

@ Verdrahtungsteil und Leiterrahmen mit dem Verdrahtungsteil 

@ Es wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektro- 
denabschnitt (4), der mit einer an einer Oberflache eines 
Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode elektrisch 
verbunden ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt (5), der 
mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elek- 
trode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungs- 
abschnitt (2) geschaffen, der^den ersten Elektrodenab- 
schnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) ver- 
bindet. Der erste Elektrodenabschnitt (4), der zwette Elek- 
trodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2} 
sind aus einem plattenformigen leitenden Korper (1) aus- 
gebildet, wobei die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) 
nicht groSer als die Halfte der Dicke des ersten Elektro- 
denabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts 
(5) ausgefuhrt ist. Eine Feinverdrahtung kann dadurch er- 
reicht werden, indem der Leiter als Verdrahtungsteil zur 
elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektroden 
(9) mit den Au&eneletctroden der Halbleitervorrichtung 
nicht grofter als die Halfte der erforderlichen Dicke des 
Leiterrahmenmaterials ausgefuhrt wird. 
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Bcschreibung 

Die Erhndung bciriffi cin Verdrahiungsteil zur Verwcn- 
clung hei einer Halbleitervorrichtung und einen TxHlerrah- 
men mil dem Verdrahiungsteil. 

In letzicr Zcit ist im Zusammenhang mil dcr hohcrcn In- 
tegration und dcr hohcrcn Dichtc von Halblciicrvorrichtun- 
gen die Anzahl dcr Eingabe-/Ausgabeanschlussc von Halb- 
leiverelemeni.cn angestiegen und die Unterteilungsbreiie der 
Anschlusse engcr gc wordcn. 

Die GroBe und die Unterteilungsbreiie von Halblciterele- 
mentelektroden, die an den Oberflachen von eine Halbleiter- 
vorrichtung bildenden Halbleiterelement en vorgcsehen 
sind, unterscheiden sich von denen der AuBenelektroden, 
die beispielsweise auf der auBeren Oberflache der Halblei- 
tervorrichtung vorgcsehen sind. Dcshalb ist zur elektrischen 
Verbindung der Halbleiterelementelektrode n und dcr Au- 
Benelektroden dcr Halbleitervorrichtung cin Vcrdrahtungs- 
teil erforderlich. 

Als Verdrahtungsteil ist ein Leiterrahmen cxier eine ge- 
druckte Leiterplatte verwendet worden. Die Verdrahtung 
mil einem Leiterrahmen kann als eine Einschicht verdrah- 
tung zur Verbindung erster Elektrodenabschnitte, die mil 
den auf den Oberflachen der Halbleiterelemente vorgesehe- 
nen Halbleiterelemenlelektroden tiber Metalldrahle oder 
dergleichen elektrisch verbunden sind, mil zweiten Elektro- 
denabschnitten definiert werden, bei denen es sich um die 
AuBenelektroden der Halbleitervorrichtung handelt. Dem- 
gegenuber kann die Verdrahtung mil einer Leiterplatte als 
eine Mehrschicht verdrahtung zur elektrischen Verbindung 
der ersten Elektrodenabschnitte, die mit den Haibleiterele- 
mentelektroden iiber Metalldrahte oder dergleichen elek- 
trisch verbunden sind, mit den zweiten Elektrodenabschn it- 
ten, bei denen es sich um die AuBenelektroden der Halblei- 
tervorrichtung handelt, unter Verwendung von auf den 
Oberflachen von zumindest zwei Schichten einer doppelsei- 
tigen Platte oder einer Mehrschichtplatte vorgesehenen lei- 
tenden Verdrahtungen und auBerdem eines Durchgangs- 
lochs definiert werden, das die bei den unterschiedlichen 
Schichten ausgebildeten leitenden Verdrahtungen elektrisch 
verbindet. 

Fig. 22 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervorrich- 
fung, bei der eine beispielsweise in der japan ischen Offenle- 
gungsschrift 79 652/1982 offenbarlen herkommliche Leiter- 
platte angewendet ist. In dieser Darstellung bezeichnet die 
Bezugszahl 8 ein Halbleiterelement, 9 eine an der Oberfla- 
che des Halbleiterelements ausgebildete Halbleiterelement- 
elektrode, 10 eine gedruckte Leiterplatte, an deren Oberfla- 
che das Halbleiterelement 8 angebracht ist, 11 eine an der 
Oberflache der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildete lei- 
tende Verdrahtung, 12 einen Metalldraht, 13 ein Durch- 
gangsloch, 14 einen an der ruckwartigen Oberflache der ge- 
druckten Leiterplatte 10 ausgebildeten AuBenanschluB und 
15 ein VerguBharz. Bei der mit Harz vergossenen Halbleiter- 
vorrichtung, bei der das Halbleiterelement 8 an der gedruck- 
ten Leiterplatte 10 angebracht ist und mil dem VerguBharz 
15 vergossen bzw. abgedichtet ist, ist die an der Oberflache 
des Halbleiterelements 8 ausgebildete Halbleitereleinent- 
elektxode 9 iiber den Metalldraht 12 mit einem Ende der an 
der oberen Oberflache der gedruckten Leiterplatte 10 vorge- 
sehenen leitenden Verdrahtung 11 elektrisch verbunden, wo- 
bei das eine Ende in der Nahe des Halbleiterelements 8 an- 
geordnet ist. Das andere Ende der leitenden Verdrahtung 11 
ist iiber das Durchgangsloch 13 mit dem an der ruckwarti- 
gen Oberflache dcr gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildeten 
AuBenanschluB 14 verbunden. 

Fig. 23 zeigi eine Schnittansicht einer Halbleitervorrich- 
tung, bei der eine in der japanischen Offenlegungsschrift 
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258 048/1988 olTenbane andere herkommliche Leiterplatte 
angewendet ist. Bei dcr Darstellung bezeichnet die Bezugs- 
zahl 8 ein Halbleilerelemenl, 9 eine an der Oberflache dcm 
Ha I hi ei terel cm en i s ausgebi Idei c Ha 1 hi ei lerel em en tclck trade 
5 und 16 eine gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte dar, an de- 
ren Oberflache das Halbleilerelemenl 8 angebracht ist. Die 
Bezugszahl 11 bezeichnet cine an dcr Oberflache dcr ge- 
druckten Mehrschichi-Leiterplatte 16 ausgebildete lcitendc 
Verdrahtung, 17 eine in den inneren Schichten der gedruck- 

10 ten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildete interne Ver- 
drahtung, 18 ein Blindloch zur elektrischen Verbindung al- 
ler Schichten der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16, 
14 einen an der ruckwartigen Oberflache der gedruckten 
Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten externen An- 

15 schluB, 19 ein Band (TAB-Band bzw. TAB-Film) mit einem 
Verdrahtungs muster zur elektrischen Verbindung der Halb- 
leiterelementelektrode 9 mit der an der Oberflache der ge- 
druckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten leiten- 
den Verdrahtung 11 und 15 ein VerguBharz dan Bei der mit 

20 Harz vergossenen Halbleitervorrichtung. bei der das Halb- 
leiterelement 8 an der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 
16 angebracht ist und mit dem VerguBharz 15 vergossen ist, 
sind die Halbleiterelementelektrode 9 und die an der Ober- 
flache der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebil- 

25 deLe leitende Verdrahtung 11 miteinander mittels des TAB- 
Bands 19 elektrisch verbunden. AuBerdem ist die leitende 
Verdrahtung 11 uber das Blindloch 18 und der intemen Ver- 
drahtung 17 mir. dem an der ruckwarugen Oberflache der ge- 
druckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten AuBen- 

30 anschluB 14 verbunden. Bei der in der japanischen Offenle- 
gungsschrift 258 048/1988 offenbarten Halbleitervorrich- 
tung kann ein Halbleiterelement mit mehr Anschliissen als 
das in der japanischen Offenlegungsschrift 79 652/1982 of- 
fenbarte Halbleiterelement 8 angebracht werden, da bei die- 

35 ser das gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte 16 mit der inter- 
nen Verdrahtung 17 und dem Blindloch 18 sowie das TAB- 
Band 19 angewandt wird. 

Wenn als Verdrahiungsteil zur elektrischen Verbindung 
der Elektroden an den Oberflachen der Halbleiterelemente 

40 mit den AuBenelektroden der Halbleitervorrichtung eine 
Leiterplatte verwendet wird, wird eine Kupferfolie mit einer 
Dicke von 25 pm bis 75 pm bei den Verdrahtungsteilen ver- 
wendet, wodurch ermoglicht wird, eine Verdrahtungsunter- 
teilungsbreite von 50 pin bis 150 pm auszubilden. Zusatz- 

45 lich sind die AuBenelektroden einer Halbleitervorrichtung 
nut einem groBen Verdrahtungsabstand aufgrund der Aus- 
bildung eines Lotanschlusses (eine Lotwoibung) oder der- 
gleichen an der Oberflache ausgebildet, die der Oberflache 
gegeniiberliegend angeordnet ist, an der die Halbleiterele- 

50 mente angebracht sind, damit die GroBe Halbleitervorrich- 
tung verringert werden kann. 

Fig. 24 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervorrich- 
tung, die einen herkommlichen Leiterrahmen anwendet. Bei 
dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 8 ein Halblei- 

55 terelement, 9 eine an der Oberflache des Halbleiterelements 
ausgebildete Halbleiterelementelektrode, 20 an Befesti- 
gungsplattchen, an den das Halbleiterelement angebracht 
ist 21 ein Befestigungsharz bzw. einen Kleber, der das 
Halbleiterelement an das Befestigungsplattchen 20 klebU 4 

60 einen ersten Elektrodenabschnilt des Leiterrahmens, 5 einen 
zweiten Elektroden abschnitt 5 des Leiterrahmens, 12 einen 
dunnen Metalldraht zur elektrischen Verbindung der Halb- 
leiterelementelektrode 9 mit dem ersten Elektrodenabschnitt 
4, 15 ein die Halbleiterelemente abdichtendes VerguBharz, 

65 22 cine cxtcrnc Schaltung und 23 cine an dcr externen 
Schaltung ausgebildete Elektrode, die an den zweiten Elek- 
trodenabschnitt 5 durch Loizinn 25 oder dergleichen gelotet 
ist. 
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Fig. 25 zeigt ein Schnittansichi eincs Leiterrahmens zur 
Beschreibung dcs Herstcllungsvcrfahrens des Leiterrah- 
mens (lurch einen herkommlichcn Atzvorgang. Bei dieser 
Darsiellung bezeichnet die Bezugszahl 1 eine leitende Mc- 
tallplattc (cin L^i terrah men material) mil ciner Dicke von 
125 bis 200 um und 3 eine Atzmaske mil ein em vorbe- 
stimmten Muster, wobei dasselbc Muster auf beiden Ober- 
flachen dcr leitenden Metallplatie 1 ausgebildet sind. Die 
Bezugszahl 2 bezeichnet einen Verdrahiungsabschniu des 
Leiterrahmens, der durch Atzen der leiicnden Metallplatie 1 
von beiden Oberflachen crzeugt wird, damit ein nicht von 
der Atzmaske bedeekter Abschnitt durchdrungen wird. Da 
der herkommliche Leiterrahmen auf dicse Weise hergestellt 
wird, wenn die leitende Metallplatte 1 mit einer Dicke von 
125 um bis 200 urn verwendet wird, muB der Abstand zwi- 
schen benachbarten Verdrahtungsabschnitien 2 el wa so groB 
wie die Dicke der leitenden Metallplatte 1 scin. AuBerdem 
lag zur Gcwahrlcistung dcs Atzvorgangs die minimalc Un- 
lerteilungsbreite (pilch) des Lei terrah mens in einern Bereich 
von 210 (Jin bis 250 um, was etwa doppelt so groB wie die 
Dicke der leitenden Metallplatte 1 ist. 

Zur Verkleinerung der Unterteilungsbreite des herkomm- 
lichen Leiterrahmens sind bei Definition des mit einer Halb- 
leiterelementelektrode durch Drahtbonden verbundenen 
Abschnilts des Leiterrahmens als ein erster Elektrodenab- 
schnitt und des an eine exteme Schaltung geloteten Ab- 
schnilts als ein zweiter Elektrodenabschnitt Verfahren zur 
Verringerung der Dicke des ersten Elektrodenabschnitts 
durch Atzen und darauffolgendes Verkleinern des Verdrah- 
tungsabstands in den japanischen Offenlegungsschriften 
45 967/1990 und 335 804/1995 offenbart. Fig. 26 zeigt den 
Vorgang zur Herstellung des Leiterrahmens, die in der japa- 
nischen Offenlegungsschrift 335 804/1995 offenbart ist. Bei 
dieser Darstellung stellt die Bezugszahl 1 ein leitende Me- 
tallplatte, bei der es sich um ein Leiterrahmenmaterial han- 
delt 3a und 3b Atzmasken und 4 den ersten Elektrodenab- 
schnitt^ dar. Die an einer Oberflache der leitenden Metall- 
platte 1 ausgebildete Atzmaske 3b weist eine Offnung zur 
Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 auf, wobei die 
an der anderen Oberflache der leitenden Metallplatte 1 aus- 
gebildete Atzmaske 3b eine Offnung zum Atzen der anderen 
Oberflache auf weist, um diese vollstandig eben aus zubil- 
den. Die. Bezugszahl 23 stellt eine Aussparung, die, um 
diese eben auszubilden, durch die Atzmaske 3a geatzt 
wurde, und 24 eine Atzwiderstandsschicht dar. Zunachst 
werden die Atzmasken 3a und 3b an den Oberflachen der 
leitenden Metallplatte 1 ausgebildet (Fig. 26(a)), wobei der 
Atzvorgang an beiden Oberflachen gestartet wird und zeit- 
weilig ausgesetzt wird, wenn die Tiefe der Aussparung 23 
zwei Drittel der Dicke der leitenden Metallplatte 1 erreicht 
(Fig. 26(b)). Die Atzwiderstandsschicht 24 ist an der Seite 
der leitenden Metallplatte 1 mit der Aussparung 23 ausge- 
bildet, wodurch verhindert wird, daB der Atzvorgang weiter 
voranschreitet (Fig. 26(c)). Dann wird der Atzvorgang an 
der Seite der leitenden Metallplatte 1 mit der Offnung zur 
Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 fortgesetzt, 
bis das Atzen die Atzwiderstandsschicht 24 zur Ausbildung 
des ersten Elektrodenabschnitts 4 erreicht (Fig. 26(d)). 
SchlieBlich werden die Atzwiderstandsschicht 24 und die 
Atzmasken 3a und 3b entfernl, wodurch der Leiterrahmen 
fertiggestellt wird (Fig. 26(e)). Fig. 27 zeigt eine Schnittan- 
sichi des auf diese Weise ausgebildeten Leiterrahmens. 
Wenn die Dicke T der leitenden Metallplatte 1 150 um be- 
tragi, wird die Dicke T2 des ersten Elektrodenabschnitts 4 
dcs Lcitcrs 50 um, was cine Verkleinerung dcr Lcitcruntcr- 
teilungsbreite ermoglicht. Die Bezugszahl stellt einen zwei- 
ten Elektrodenabschnitt dar, bei dem es sich um die AuBen- 
elektrode der Halbieitervorrichtung handelt, und 20 ein Be- 



fcsiigungsplatichen, an das ein Halbleiterelcmeni angc- 
brachi ist. 

In den japanischen Offenlegungsschriften 216 524/1987 
und 232305/1994 sind Verfahren zur yerringemng dcr 
-S Dicke dcs Lcitcrs durch Ausbildung der Atzmasken 3 ab- 
wechselnd auf beiden Oberflachen der leitenden Metall- 
platte 1, bei dcr es sich um Lei terrah men material handelt 
und zur Verkleinerung der Leiteruntertcilungsbreite durch 
Vorsehen des Lcitcrs auf beiden Seiten, wie in Fig. 28 ge- 
10 zeigt. Jedoch weist ein derartig dunner ausgefiihrlcr Leiter 
den Nachteil auf. daB, da geatzte Oberflachen abwechsclnd 
freiiiegen, falls dicse als Elekirode zur Verbindung mittels 
Drahtbonden mit dem Halbleiterelement verwendet wird, 
sich das nahtformige Bondemiitel zwischen der geatzten ro- 
15 hen Oberflache und dem Halbleiterelement ablosl. 

Wie vorstehend beschrieben kanh bei Verwendung einer 
Mehrschichi-Leiterplatte als Verdrahiungsteil eine groBcre 
Anzahl von Eingangs-/Ausgangsanschlusscn cincs Halblei- 
terelements (Halbleilerelementelektroden) und einer kleiner 
20 Unterteilungsbreite hinsichilich der GroBe verwirklicht wer- 
den. Jedoch erfordern das Durchgangsloch und das Blind- 
loch, die in unterschiedlichen Schichten ausgebildete unter- 
schiedliche Verdrahtungen verbinden, einen Bohr vorgang. 
Folglich tritt das Problem auf, daB die Kosten der Halblei- 
25 lervorrichtung durch die Beschadigung des Bohrens, die 
Reinigung der gebohrien Oberflachen, den Schutz der Lei- 
terplatle vor Schneideol fur das Bohren und vor Bohrspanen 
und dergleichen erhoht werden. 

Demgegenuber ist bei der Verwendung eines Leiterrah- 
30 mens als Verdrahtungsteil eine Technik vorgeschlagen wor- 
den, die die Leiterunterteilungsbreite verkleinert, jedoch ist 
fur die AuBenelcktroden der Halbieitervorrichtung keine 
Technik vorgeschlagen. Deshalb ist ein Verdrahtungsab- 
stand, der derselbe oder groBer wie der herkommliche ist, 
35 zwischen den ersten Elcktrodenabschnitten mit kleiner Un- 
terteilungsbreite und den zweiten Elektrodenabschnillen 
(AuBenelektroden) mit. der groBen Unterteilungsbreite er- 
forderlich. Zusatzlich tritt das Problem auf, daB eine groBe 
Unterteilungsbreite und ein groBer Bereich zur Ausbildung 
40 eines Lotanschlusses oder dergleichen erforderlich isu wes- 
halb es folglich unmoglich isi, eine verklcinertc Halbieiter- 
vorrichtung zu erhallen. 

Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, diese 
Problemc zu losen und einen Aufbau zur Verkleinerung des 
45 Verdrahtungsabstands, die bisher nur durch Verwendung ei- 
ner Mehrschichi-Leiterplatte verwirklicht wurde, durch Ver- 
wendung eines Leiterrahmens und Verdrahtungsteils zu ver- 
wirklichen, durch den der Leiterrahmen aufgebaut ist. Dabei 
soli ein Verdrahtungsteil, das eine groBere Anzahl und eine 
50 kleinere Unterteilungsbreite der Stifle der Eingangs-/Aus- 
gangsanschlusse eines Halbleiterelements erreichen sowie 
die Verkleinerung und Kostenverringerung der Halbieiter- 
vorrichtung erreichen kann, sowie einen Leiterrahmen mit 
einem derartigen Verdrahtungsteil geschaffen werden. 
55 Diese Aufgabe wird durch die in den beigefugten Patent- 
anspruchen dargelegten MaRnahmen gelost. 

ErfindungsgemaB wird ein Verdrahtungsteil geschaffen, 
das durch einen ersten Elektrodenabschnitt, der mit einer an 
einer Oberflache eincs Halbleiterelements ausgebildeten 
60 Elekirode elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektro- 
denabschnitt, der mit einer an einer extemen Schaltung aus- 
gebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einen 
Verdrahiungsabschniu gekennzeichnet ist, der den ersten 
Elektrodenabschnitt mit dem zweiten Elektrodenabschnitt 
65 vcrbindct, wobei dcr crstc Elektrodenabschnitt, dcr zweite 
Elektrodenabschnitt und der Verdrahtungsabschnitt aus ei- 
nem plattenformigen leitenden Korper ausgebildet sind und 
die Dicke des Verdrahtungsabschnitts nicht dicker als halb 
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so dick wie dcr ersic Elckirodenabschniu oder der zweite 
Elektroden abschnitt ausgcfuhrt ist. 

Dcr Verdrahtungsabschnitt kann an ciner Oberflache dcs 
pi alien formi gen leitenden Korpcrs vorgeschen scin. 

AuBerdem konnen die Verdrahtungsabschnitie verslreut 5 
an bcidcn Oberflachen des plaitenlomiigen leiienden Kor- 
pers angeordnci scin. 

Die Dicke des ersten Elektrodenabschnilts und die Dicke 
des zweiten Elekirodenabschnius konnen dieselbe wie die 
des platicntormigen leitenden Korpers scin. 10 

Weiterhin kann die Dicke entweder des ersten Elektro- 
denabschnitts oder des zweiten Elekirodenabschnius die- 
selbe wie die des plat ten formigen Korpers sein, wobei die 
Dicke des anderen nicht mehr als die Halite der des platten- 
formigen leitenden Korpers betragen kann. is 

Dariiberhinaus kann der erste Elekirodenabschnitt oder 
der zweite Elektroden abschnitt, deren Dicke nicht mehr als 
die Halite dcs plaucnformigcn leiienden Korpcrs bctragt, 
gepreBt. werden, um deren Oberflachen eben auszufuhren. 

ErfindungsgemaB wird auBerdem ein Verdrahtungsteil 20 
geschafien, das durch einen ersten ElektrodenabschnitU der 
init einer an einer Oberflache eines Haibleiterelements aus- 
gebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten 
Elekirodenabschnitt, der mil einer an einer externen Schal- 
lung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen 25 
Verdrahtungsabschnitt, der den ersten Elekirodenabschnitt. 
mil dem zweiten Elekirodenabschnitt verbindet, und einen 
Verbindungsabschnitt gekennzeichnet ist.. der bei einem Teil 
des Verdrahtungsabschnitts zur Verbindung des Verdrah- 
lungsabschnitts ausgebildet isU wobei der erste Elektroden- 30 
abschnitt, der zweite Elekirodenabschnitt, der Verdrah- 
tungsabschnitt und der Verbindungsabschnitt aus einem 
piaUenfbrmigen leitenden Korper ausgebildet sind und je- 
weils die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts, des zwei- 
ten Elektroden abschnitts und des Verdrahtungsabschnitts 3S 
nicht groBer als die Halfte der Dicke des Verbindungsab- 
schnitts ausgefuhrt ist. 

Der Verbindungsabschnitt kann ein Abschnitt sein, bei 
dem der Verdrahtungsabschnit t und ent weder der erste Elek- 
irodenabschnitt oder der zweite Elekirodenabschnitt, der 40 
breiter als der Verdrahtungsabschnitt ist, sich gegensekig 
uberlappen. 

AuBerdem konnen die Verbindungsabschnitte, die entwe- 
der den ersten Elekirodenabschnitt oder den zweiten Elek- 
troden abschnitt aufweisen und an benachbarten Verdrah- 45 
tungsabschnitten ausgebildet sind, derart angeordnet wer- 
den, daB sie nicht nebeneinander ausgerichtet sind. 

Der Verdrahtungsabschnitt kann aus dem plattenformigen 
leitenden Korper durch Atzen ausgebildet werden. 

Zumindest eine Oberflache des ersten Elektroden ab- 50 
schnitts oder des zweiten Elektrodenabschnitts kann nicht 
dem Atzvorgang unterzogen worden sein. 

Der Leilerrahmen gemaB der Erfindung ist mil einer Viel- 
zahl von Verdrahtungsteilen versehen. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausfuh- 55 
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beiliegende 
Zeichnung naher beschrieben. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Schnittansicht eines Leiterrahmens gemaB. ei- 
nem ersten AusfuhrungsbeispieL 

Fig. 2 eine Draufsichl des Leiterrahmens gemaB dem er- 60 
sten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 3 eine Schniltansicht des Leiterrahmens gemaB dem 
ersten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 4 eine Schniuansichi des Leiterrahmens gemaB dem 
ersten Ausfuhrungsbeispiel, 65 

Fig. 5 eine Schnittansicht eines Leiters des Lekerrahmcns 
gemaB dem ersien Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 6 eine Schnittansicht des Leilers des Leiterrahmens 



gemaB dem ersten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 7 cine Schnittansicht eines Leiters eines Lciterrah- 
inens gemaB einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 8 eine Schnittansicht des Toilers des T>eitcrrahnicns 
gemiiB dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 9 eine Schnittansicht eines Leiters eines Leiterrah- 
mens gemaB einem driiten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 10 eine Schnittansicht des Leiters des Leiterrahmens 
gemaB dem driiten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 11 eine Schnittansicht eines Leilers eines Leilerrah- 
niens gemaB einem vierten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 12 eine Seitenansichl des Leiters des Leiterrahmens 
gemiiB dem vierten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 13 eine Draufsicht eines Leiters eines Leiterrahmens 
gemaB einem fun fieri Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 14 eine Seitenansichl des Leiters des Leiterrahmens 
gemaB dem funften Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 1 5 cine Draufsicht dcs Leiters dcs Leiterrahmens ge- 
maB dem funften Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 16 eine seithche Schnittansicht eines Leiterrahmens 
gemaB einem sechsten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 17 eine Ansicht eines Leiters des Leiterrahmens ge- 
maB dem sechsten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 18 eine Ansicht des Leiters des Leiterrahmens gemaB 
dem sechsten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 1 9 eine Draufsicht eines Leiterrahmens gemaB einem 
siebten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 20 eine Schnittansicht des Leiterrahmens gemaB dem 
siebten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 21 eine perspektivische Ansicht eines zweiten Elek- 
trodenabschnitts des Leiterrahmens gemaB dem siebten 
Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung, 

Fig. 22 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen 
Halbleitervorrichtung, bei der ein Halbleiterelement an ei- 
ner herkommlichen gedrucklen Leiterplatte angebracht ist. 
Fig. 23 eine Schnittansicht einer anderen mit Harz ver- 
gossenen Halbleitervorrichtung, bei der ein Halbleiterele- 
ment an einer herkommlichen gedrucklen Leiterplatte ange- 
bracht ist, 

Fig. 24 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen 
Halbleitervorrichtung, bei der ein herkommlicher Leiterrah- 
men angewendet ist, 

Fig. 25 eine Schnittansicht eines herkommlichen Leiter- 
rahmens, 

Fig. 26 eine Schnittansicht, die einen Vorgang zur Ausbil- 
dung eines anderen herkommlichen Leiterrahmens darstelit, 
Fig. 27 eine Schnittansicht. eines anderen herkommlichen 
Leiterrahmens und 

Fig. 28 eine Schnittansicht, die einen Vorgang zur Ausbil- 
dung eines anderen herkommlichen Leiterrahmens darstelit. 



Erstes Ausfuhrungsbeispiel 

Nachstehend ist ein Leilerrahmen gemaB dem ersten Aus- 
fuhrungsbeispiel unter Bezug auf die Zeichnung beschrie- 
ben. 

Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht, die den Aufbau des Lei- 
terrahmens gemaB dieser Erfindung darstelit, wobei Fig. 2 
eine schematische Draufsicht des Leiterrahmens zeigt. Bei 
diesen Darstellungen bezeichnet die Bezugszahl 1 eine lei- 
tende Metallplatte (ein Leiterrahmenmaterial), 2 einen Ver- 
drahtungsabschnitt des Leiterrahmens, 4 einen ersten Elek- 
troden abschnitt 4, der elektrisch iiber einen dunnen Metall- 
draht oder dergleichen mil einer an der Oberflache des Haib- 
leiterelements 8 ausgcbildctcn Elektrode 9 elektrisch ver- 
bunden ist, 5 einen zweiten Elekirodenabschnitt 5, bei dem 
es sich um eine mit einen externen AnschluB 14 elektrisch 
verbundene AuBenelektrode der Halbleitervorrichtung han- 
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dell, die aus eincni IxHanschiuB hcrgcsielli ist, 15 ein Vcr- 
guBharz, 20 ein Bcfestigungsplattchen, an das das Halblei- 
icrcleiiient 8 angebracht ist, 101 eine Fuhrungssiange und 
102 einen T xriterrahnten. 

Fig. 3 zeigt eine Schnitlansichl, die den Herstcl lungs vor- 
gang des Lei tcrrah mens gemaB dein Ausfuhrungsbeispiel 
darstellt. Bei dieser Darslellung bezeichnet die Bezugszahl 
3 Atzmasken, T die Dicke der leitenden Meialiplalte 1, Tl 
die von der Oberflache (ruckwartigen Oberflache) der lei- 
tenden Meialiplalte 1 geatzte Dicke, an der die Verdrah- 
lungsabschnitte 2 nicht ausgebildet sind, T2 die Dicke der 
Verdrahtungsabschnilte, die durch Atzen diinner ausgefuhrt 
werden, Ml ein Maskicrungsmuster der Atzmaske 3 zur 
Ausbildung der Verdrahtungsabschnitte 2 und M2 eine Off- 
nung der Atzmaske 3 zur Ausbildung des AbsLands zwi- 
schen den Verdrahtungsabschnitten 2. Das Bezugszeichen 
Wl bezeichnet die Breite eines durch das Maskierungsmu- 
stcr Ml ausgebildeten mitllcrcn Abschnitts des Vcrdrah- 
lungsabschnitts 2 in der Richtung der Dicke, wobei lediglich 
aufgrund der geatzten Seiten die Dicke kleiner als das Mas- 
kierungsmuster Ml ist Das Bezugszeichen W2 bezeichnet 
den Abstand zwischen den durch Atzen ausgebildeten Ver- 
drahtungsabschnitten 2, wobei der Abstand lediglich auf- 
grund der geatzten Seiten groBer als die Offhung M2 ist. Die 
Bezugzeichen A und B bezeichnen Alzgrenzflachen, die die 
Mustergrenzflachen an den durch Atzen von der unteren 
Oberflache des Verdrahtungsabschnitts 2, das heiBl von den 
von der ruckwartigen Oberflache der leitenden Metal Iplatte 
1 ausgebildeten Oberflachen sind. Der Leiterrahmen wird 
durch Ausbildung der Atzmasken 3 mil einem vorbestimm- 
ten Muster an beiden Oberflachen der leitenden Metallplatte 
1 erh alien, wobei das Atzen an beiden Oberflachen gleich- 
zeitig gestartet wird, das Atzen ausgesetzt wird, wenn die 
leitende Metallplatte 1 teilweise durchdrungen ist und die 
vorbeslimmten Atzenden A und b erhalten werden, und 
schlieBlich die Atzmasken 3 entfernt werden. Dabei wird die 
Atztiefe Tl von der ruckwartigen Oberflache groBer als die 
Halfte der Dicke T der leitenden Metallplatte 1 und die 
Dicke T2 der Verdrahlungsabschnitte 2 kleiner als die Halfte 
der Dicke T der leitenden Metallplatte 1 . 

GemaB Fig. 3 sind die Verdrahlungsabschnitte 2 lediglich 
an einer Seite der leitenden Metallplatte 1 vorgesehen, je- 
doch konnen wie in Fig. 4 gezeigt die Verdrahlungsab- 
schnitte 2a und die Verdrahtungsabschnitte 2 jeweils ab- 
wechselnd auf der ersten und der zweiten Seite der leitenden 
Metallplatte 1 vorgesehen werden, wodurch weiter die Lei- 
lerunterleilungsbreile verringert wird. GemaB dieser Dar- 
stellung bezeichnet die Bezugszahl 2a Verdrahlungsab- 
schnitte fur die erste Seite der leitenden Metallplatte 1, 2b 
Verdrahtungsabschnitte fur die zweite Seite der leitenden 
Metallplatte 1, M3 eine Offhung fur die Atzmasken 3 zur 
Ausbildung des Abstands zwischen den Verdrahtungsab- 
schnitten 2a odcr zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2b, 
die an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 
ausgebildet sind. 

Fig. 5 und 6 zeigen Schnittansichten eines Leiters des 
Leiterrahmens gemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel Da 
beide Oberflachen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des 
zweiten Elektrodenabschnitts 5 mit den Atzmasken 3 wah- 
rend des Atzvorgangs bedeckt sind, weisen sowohl der erste 
Elektrodenabschnitt 4 als auch der zweite Eleklrodenab- 
schnitt 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metallplatte 1 auf. 
Obwohl eine Seite des den ersten Elektrodenabschnitt 4 mit 
dern zweiten Elektrodenabschnitt 5 verbindenden Verdrah- 
tungsabschnitts 2 mit der Atzmaske 3 wahrend des Atzvor- 
gangs bedeckt ist, wird das Atzen von der anderen Seite 
durchgefuhrt. Deshalb wird der Verdrahtungsabschnitl 2 
diinner als der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite 



Elektrodcnabschniii 5 ausgeluhn. 

Fig. 5 zeigt den Fall, bei dem die Vcrbindungsobcrflachcn 
(AnschluBobcrflachen) 4a und 5a des ersten Elektrodcnab- 
schnitts 4 und des zweiten FJekirodcnahschniits 5 an densel- 
5 ben Seiten der leitenden Metallplaiie 1 ausgebildet sind, wo- 
hingegen Fig. 6 den Fall zeigt. bei dem die Verbindungs- 
oberflachen 4a und 4b an unterschiedlichen Seiten der lei- 
tenden Metallplatte 1 angeordnet sind. Da beide Seiten des 
ersten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elekirodcn- 
10 abschnitts 5 nicht geatzte ebene Oberflachen der leitenden 
Metallplatte 1 sind, wird kein Problem beim Bonden verur- 
sacht. Deshalb konnen die Verbindungsoberflachen des er- 
sten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenab- 
schnitts 5 wie gewiinscht ausgcwahlt werden. 
15 Bei dem Leiterrahmen gemaB diesem Ausfuhrungsbei- 
spiel wird ein Atzen von beiden Seiten der leitenden Metall- 
platte 1 durchgefuhru wodurch die Verdrahtungsabschnilte 
2 nicht dicker als die Halfte der Dicke der leitenden Metall- 
platte 1 ausgefuhrt werden, Folglich kann das Atzen unler 
20 den Bedingungen durchgefuhrt werden. dafi der Abstand 
W2 zischen den Verdrahtungsabschnitten 2 oder der Ab- 
stand W3 zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2a und 2b 
derselbc wie die Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2, 2a 
und 2b ist. Folglich kann, selbsl wenn die Leiteruntertei- 
25 lungsbreite doppell so dick ausgefuhrt wird, wie die Dicke 
T2 nonnalerweise ist, diese kleiner als die Dickie T der lei- 
tenden Metallplatte 1 sein. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel konnen die zweiten 
Elektrodenabschnitte 5 an der Innenseite der ersten Elektro- 
30 denabschnitte 4, das heiBl an der Ruckseite des an dem Be- 
festigungsplattehen 20 angebrachten HalbleiterelemenLs 8 
angeordnet werden. Folglich kann eine verkleinerte Halblei- 
tervorrichtung erhalten werden. 

AuBerdem kann der Vorgang unter den Bedingungen 
35 durchgefuhrt werden, daB der Abstand zwischen den Ver- 
drahtungsabschnitten 2 etwa genauso groB ist wie die Dicke 
T2 der Verdrahtungsabschnitte 2, indem die Dicke T2 der 
Verdrahtungsabschnitte 2 diinner ausgefuhrt wird. Deshalb 
kann die Leiterunterteilungsbreile verkurzt werden, wobei 
40 eine Feinverdrahtung moglich wird. Zusatzlich kann, wenn 
die Verdrahtungsabschnilte 2a der ersten Seite der leitenden 
Metallplatte 1 und die Verdrahtungsabschnitte 2b der zwei- 
ten Seite der leitenden Metallplatte 1 abwechselnd angeord- 
net werden, der Abstand W3 zwischen benachbarten an un- 
45 terschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgebil- 
deten Verdrahtungsabschnitten 2a und 2b kleiner als der Ab- 
stand W2 der Verdrahtungsabschnilte 2 ausgefuhrt werden, 
wobei folglich die Leiieruniertei lungsbreite weiier vcrklei- 
nert werden kann. AuBerdem konnen die Verbindungsober- 
50 flachen der ersten Eiektrodenabschnitie 4 und der zweiten 
Elektrodenabschnitte 5 derart wie gewiinscht bestimmt wer- 
den, daB die Flexibility der Anordnung der Halbleiterele- 
mentelektroden und der AuBenelektroden der Halbleitervor- 
richtung erhoht wird. 

55 

Zweites Ausfuhrungsbeispiel 



GemaB dem ersten Ausfuhrungsbeispiel weisen die ersten 
Elektrodenabschnitte 4 und die zweiten Elektrodenab- 

60 schnitte 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metallplatte 1 auf. 
Jedoch kann wie in Fig. 7 und 8 gezeigt der Abstand zwi- 
schen den zweiten Elektrodenabschnitten 5 in derselben 
Weise wie die Verdrahtungsabschnilte 2 durch cine dunnerc 
AusfUhrung der zweite Elektrodenabschnitte 5 mittels Atzen 

65 von cincr Seite bei dem Atzvorgang vcrklcincrt werden. 

GemaB Fig. 7 ist die Verbindungsoberflache 5a des zwei- 
ten Elektrodenabschnitts 5 an der Seile vorgesehen, die 
nicht gcatzt wird. Jedoch kann wie in Fig. 8 gezeigt, wenn es 
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crfordcrlich ist, die Verbindungsoberflachc 5a des zweit.cn 
Elektrodenabschnitts 5 an der geatzicn Seite vorz.usehen, die 
Verbindungsoberflachc durch Anwcndcn eines Pressens an 
deni zweiten Hlekt rodcnabschnili 5 eben ausgefuhrt werden, 
was herkommlich ausgefuhrt wurdc, urn ein Leitcrende eben 5 
auszufiihren, ohne das ein Problem beim Bondcn vcrursachi 
wird. Jedoch wird, falls der zweite Elektrodenabschnitt 5 
durch Pressen dunner ausgefuhrt wird, wenn der zweite 
Elektrodenabschnitt 5 eine Dicke TK eine Leiierbreite Wl 
und eine VerringerungsgroBc AT2 aufweist, AT2 gleich £ to 
T2, wobei die erhohte Leiterbreite gleich v x (AT2/T2) x 
(Wl) wird, was anzeigu daB der Leitcrabstand lediglich auf- 
grund der erhohten Leiterbreite kleiner wird. Deshalb sollte 
der PreBvorgang, um den zweiten Elektrodenabschnitt 5 
dunner auszufiihren, nur soweit durchgefuhrt werden, urn 15 
die roh geatzte Oberflache eben auszufiihren. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel kann der Abstand 
zwischen den zweiten Elcktrodcnabschnittcn 5 klcincr aus- 
gefuhrt werden, indem der zweite Elektrodenabschnitt 5 
dunner ausgefuhrt wird. Folglich kann eine verkleinene 20 
Halbleitervorrichtung erhalten werden. 

Drittes Ausfuhrungsbeispiel 

GemaB dem zweilen Ausfuhrungsbeispiel sind die zwei- 25 
ten Elektrodenabschnitte 5 dunner ausgefuhrt. Jedoch kann 
der Abstand zwischen den erst en Elektrodenabschnitten 4 
kleiner ausgefuhrt werden, indent die ersten Elekttodenab- 
schnitle 4 wie die Verdrahtungsabschnitte 2 durch Atzen 
von einer Seite bei dem Atzvorgang dunner ausgefuhrt wer- 30 
den. 

GemaB Fig. 9 ist die Verbindungsoberflachc 4a des ersten 
Elektrodenabschnitts 4 an der Seile vorgesehen, die nicht 
geatzt wurde. Jedoch kann wie in Fig. 10 gezeigt, wenn es 
erforderlich ist, die Verbindungsoberfiache 4a des ersten 35 
Elektrodenabschnitt 4 an der geatzten Seite vorzusehen. die 
Verbindungsoberfiache durch einen PreBvorgang in dersel- 
ben Weise wie gemaB dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel 
eben ausgefuhrt werden, ohne daB ein Problem beim Bon- 
den verursacht wird. 40 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel kann der Abstand 
zwischen den Elektroden kleiner ausgefuhrt werden, indem 
die ersten Elektrodenabschnitte 4 dunner ausgefuhrt wer- 
den. Folglich kann gemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel dem 
Wunsch nach einer groBen Anzahl von Stiften (An senilis- 45 
sen, Elektroden) und einer kiirzeren Unterteilungsbreite bei 
dem Halbleiterelement entsprochen werden. 



schnitic auBer dem Verbindungsabschnitt 6 des Leiters 
durch Atzen von einer Seite dunner ausgefuhrt, was eine 
Feinverdrahtung ermoglichL Wie in Fig. 12 gezeigt enndg- 
lichi die Vcrwendung des VerbindungsabschnilLs 6 ein An- 
ordnen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des Verdrah- 
tungsabschnitts 2a an der ersten Seite der leitenden Metall- 
platte 1 sowie ein Anordnen des zweiten Elektrodenab- 
schnitts 5 und des Verdrahtungsabschnitts 2b an der zweiten 
Seite dcr leitenden Metal lplatte 1, wodurch eine dreidimen- 
sional verteilte Anordnung erreicht wird. Folglich kann eine 
Verdrahtung mit einer hoheren Dichte verwirklicht und eine 
verkleinene Halbleitervorrichtung erreicht werden. 

Fiinftes Ausfuhrungsbeispiel 

GemaB dem vierten Ausfuhrungsbeispiel sind der erste 
Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektroden abschnitt 5 und 
die Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b in einer Gcradcn an- 
geordnet, Jedoch konnen wie in Fig. 13 bis 15 gezeigt die er- 
sten Elektrodenabschnitt 4 und die zweiten Elektrodenab- 
schnitt 5 an jeder beliebigen Position durch Anordnen der 
die ersten Eleklrodenabschnitte 4 und die zweiten Elektro- 
denabschnitt 5 verbindenden Verdrahtungsabschnitte 2a und 
2b deraru daB sich die Richtung der Verdrahtungsabschnitte 
2a und 2b in der Mitte urn einen rechlen Winkel anderl. 
Folglich kann die Rexibilitat der Anordnung der Halbleiler- 
elementelektroden und der AuBenelektroden der Halbleiter- 
vorrichtung erhoht werden, was eine weitere Verkleinerung 
der Halbleitervorrichtung ermoglicht. 

Fig. 13 und 14 zeigen eine Draufsicht und eine Seilenan- 
sicht eines Leiters, der anwendbar ist, wenn der erste Elek- 
trodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die 
Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b nicht geradlinig verlau- 
fen. Fig. 15 zeigt eineperspektivische Ansicht eines Loiters, 
der anwendbar ist, wenn es erforderlich ist, die Verdrah- 
tungsabschnitte 2a und 2b mit einem rechlen Winkel anzu- 
ordnen. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel konnen der erste 
Elektrodenabschnitt 4 und der zweite Elektrodenabschnitt 5 
derart in jeder beliebigen Lage angeordnet werden, daB die 
Flexibilital der Anordnung der Halbleitereleinentelektroden 
und der AuBenelektroden der Halbleitervorrichtung erhoht 
wird, was eine weitere Verkleinerung der Halbleitervorrich- 
tung ermoglicht. 



Viertes Ausfuhrungsbeispiel 



50 



Fig. 11 und 12 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenan- 
sicht eines Leiters des Leiterrahmen gemaB dem vierten 
Ausfuhrungsbeispiel. GemaB diesen Darstellungen bezeich- 
nen die Bezugszahlen 2a und 2b Verdrahtungsabschnitte, 
die durch Atzen von einer Seite bei Ausbildung des Leiter- 55 
rahmens dunner ausgefuhrt worden sind. Dabei bezeichnet 
die Bezugszahl 2a einen an der ersten Seite der leitenden 
Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsabschnitt und 2b 
einen an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1 aus- 
gebildeten Verdrahtungsabschnitt. Die Bezugszahl 4 be- GO 
zeichnet einen ersten Elektrodenabschnitt und 5 einen zwei- 
ten Elektrodenabschnitt, wobei beide dunner ausgefuhrt 
sind. Die Bezugszahl 6 bezeichnet einen Verbindungsab- 
schnitt zwischen dem Verdrahtungsabschnitt 2a an der er- 
sten Scitc und dem Verdrahtungsabschnitt 2b an dcr zweiten 65 
Seite, der bei Ausbildung des Leiterrahmens nicht geatzt 
wird, da beide Seiten mil Atzmasken bedeckt sind. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel werden die Ab- 



Sechstes Ausfuhrungsbeispiel 

Fig. 16 zeigt eine Schnittansicht eines Leiterrahmens ge- 
maB dem sechsten Ausfuhrungsbeispiel, wobei Fig. 17 und 
18 eine Draufsicht und eine Seilenansicht eines Leiters des 
in Fig. 16 gezeigten Leiterrahmens darstellen. Da die Be- 
zugszahlen bei diesen Darstellungen dieselben Bauelemente 
wie die gemaB Fig. 1 bezeichnen, entfallt deren Beschrei- 
bung. 

Wenn der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite 
Elektrodenabschnitt 5 wie in Fig. 16 gezeigt nahe aneinan- 
der liegen, kann zur Verdrahtung ein wie in Fig. 17 und 18 
gezeigter U-formiger Leiter verwendet werden, wodurch 
eine verkleinene Halbleitervorrichtung erhalten wird. 

Siebtes Ausfuhrungsbeispiel 

Fig. 19 zeigt eine Draufsicht eines Leiterrahmens gemaB 
dem siebten Ausfuhrungsbeispiel, wobei Fig. 20 eine ent- 
lang dcr Linic C-C genommcne Schnittansicht und Fig. 20 
eine perspektivische Ansicht des zweiten Elektrodenab- 
schnitts 5 zeigen. Die Verdrahtungsabschnitte 2 sind an der 
zweiten Seite des Leiterrahmenmaterials und die zweiten 
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Elckirodcnabschnittc 5 an desscn crster Seitc ausgebildet. 
Bci deni Abschnitl, an dcm ein Verdrahlungsabschnitl 2 und 
ein zwciier Elekirodenabschnitl. 5 sich ubcrlappen, ist an dcr 
ersten Scire durch Alv.cn cin Krcis gcntustcrl. dcr die Fomi 
des zweiten Elektrodenabschnitts 5 ist, wohingegen dcr Ver- 5 
drahtungsabschnili bzw. das Verdrahtungsmuster an der 
zweiten Scilc durch Atzen ausgcbildci isi. Hinsichtlich der 
andcrcn Punkte ist der Aufbau gemiifi dicsem Ausfuhrungs- 
beispiel wie geniaB deni vierten Ausfuhrungsbeispiel, wobei 
geniaB diesein Ausfuhrungsbeispiel ein Fall dargestelll ist, 10 
bei dcm der zweite Elektrodenabschnitt 5 an deni in Fig. 1 1 
gezeigten Verbindungsabschniu 6 ausgebildet ist. 

GeniaB dicsem Ausfuhrungsbeispiel sind die Verdrah- 
tungsabschniue 2 und die zweiten Elektrodenabschniite 5, 
die breiter als die Verdrahtungsabschnilte 2 sind, an vonein- 15 
ander unterschiedlichen Seiten ausgebildet, wobei zumin- 
dest ein Verdrahtungsabschnitt 2 zwischen benachbarten 
zweiten Elcktrodcnabschnittcn 5 ausgebildet ist, damit die 
brcitcn zweiten Elektrodenabschniite 5 nicht nebeneinander 
in einer Reihe ausgebildet sind. Folglich besteht keine Not- 20 
wendigkeit, den Abstand zwischen den Verdrahtungsab- 
schnitten 2 zur Ausbildung der zweiten Elektrodenab- 
schnitte 5 zu verbreitern, was eine Verdrahtung mit einer ho- 
heren Dichte und eine verkleinerte Halbleitervorrichtung er- 
reicht. 25 

Achtes Ausfuhrungsbeispiel 

GeniaB deni siebten Ausfuhrungsbeispiel sind die zweiten 
Elektrodenabschniite 5 und die Verdrahtungsabschniue 2 30 
iiberlappt. Jedoch konnen die Halbleiterelementelektroden 
eine kleiner Unlerteilungsbreite aufweisen, indem die ersten 
Elektrodenabschnitte 4 und die Verdrahtungsabschniue 2 an 
unterschiedlichen Seiten ausgebildet werden und ein Ver- 
drahtungsabschnitt 2 zwischen benachbarten ersten Elektro- 35 
denabschnitten 4 derart. angeordnet wird, daB die ersten 
Elektrodenabschniite 4 nicht in einer Linie seitlich angeord- 
net sind. 

Wie vorstehend beschrieben kann gemaS den Ausfuh- 
rungsbeispielen eine Fein verdrahtung erreicht werden, in- 40 
deni die Dicke des Leiters als Verdrahtungsteil zur elektri- 
schen Verbindung der Halbleiterelementelektroden mit den 
AuBeneiektroden der Halbleitervorrichtung nicht dicker als 
die Halfte der erforderiichen Dicke des Leiterrahmenmateri- 
als ausgefuhrt wird. AuBerdem kann durch Verwendung ei- 45 
nes Leiterrahrnens, der die an beiden Seiten des Leiterrah- 
men materials angeordneten Verdrahtungs- und Elektroden- 
abschnitte aufweist, ein Halbleiterelement mit einer groBe- 
ren Anzahl von Stiften und einer kleineren Unterteilungs- 
breite erreicht werden. Zusalzlich kann durch Anordnung 50 
der AuBeneiektroden an der riickwartigen Seite der Halblei- 
terelemente eine kleiner Halbleitervorrichtung mit. niedrige- 
ren Kosten erreicht werden. 

Wie der vorstehend Beschreibung zu entnehnien ist, wird 
ein Verdrahtungsteil mit. einem ersten Elektrodenabschnitt 55 
4, der mil einer an einer Oberfl ache eines Halbleiterelements 
8 ausgebildeten Elektrodc elektrisch verbunden ist, einem 
zweiten Elektrodenabschnitt 5, der mit einer an einer exter- 
nen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbun- 
den ist, und einem Verdrahtungsabschnitt 2 geschaffen, der 60 
den erste Elektrodenabschnitt 4 mit dern zweiten Elektro- 
denabschnitt 5. Der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite 
Elektrodenabschnitt 5 und der Verdrahtungsabschnitt 2 sind 
aus einem plattenforniigen leitenden Korper 1 ausgebildet, 
wobei die Dicke des Vcrdrahtungsabschnitis 2 nicht groBer 65 
als die Halfte der Dicke des ersten Elektrodenabschnitts 4 
oder des zweiten Elektrodenabschnitts 5 ausgefuhrt ist. Eine 
Fein verdrahtung kann dadurch erreicht werden, indem der 
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Loiter als Vcrdrahiungsicil zur elektrischen Verbindung dcr 
HalbleitcTelcTnentelektroden 9 mil den AuBeneiektroden dcr 
Halbleitervorrichtung nicht groBer als die Halfte dcr erfor- 
deriichen Dicke des Tjciicrrahnienniatcrials ausgefuhrt wird. 

Paicntanspruchc 

1. Verdrahtungsteil. gekennzeichnct durch 
einen ersten Elekirodenabschnitl (4), der mit einer an 
einer Oberfiache eines Halbleiterelemenls (8) ausgebil- 
deten Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen 
zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer 
externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch 
verbunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt (2), der 
den ersten Elekirodenabschnitl (4) mit dem zweiten 
Elektrodenabschnitt (5) verbindet, 
wobei der erste Elekirodenabschnitl (4), der zweite 
Elektrodenabschnitt (5) und dcr Verdrahtungsabschnitt 
(2) aus einem plattenfdrmigen leitenden Korper (1) 
ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahtungsab- 
schnitts (2) nicht dicker als halb so dick wie der erste 
Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenab- 
schnitt. (5) ausgefuhrt ist. 

2. Verdrahtungsteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnct daB der Verdrahtungsabschnitt (2) an einer 
Oberfiache des plattenforniigen leitenden Korpers (1) 
vorgesehen ist. 

3. Verdrahtungsteil nach Anspruch l f dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Verdrahtungsabschniue (2) verstreut 
an beiden Oberflachen des plattenforniigen leitenden 
Korpers (1) angeordnet sind. 

4. Verdrahtungsteil nach einem der Anspruche 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Dicke des ersten Elek- 
trodenabschnitts (4) und die Dicke des zweiten Elek- 
trodenabschnitts (5) dieselbe wie die des plattenfonm- 
gen leitenden Korpers (1) sind. 

5. Verdrahtungsteil nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Dicke entweder des 
ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elek- 
trodenabschnitts (5) dieselbe wie die des plattenfornii- 
gen Korpers (1) ist, wobei die Dicke des anderen nicht 
mehr als die Halfte der des plauenformigen leitenden 
Korpers (1) betragt. 

6. Verdrahtungsteil nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der 
zweite Elektrodenabschnitt (5), deren Dicke nicht mehr 
als die Halfte des plattenforniigen leitenden Korpers 

(1) betragt, gepreBt wird, urn deren Oberflachen eben 
auszufuhren. 

7. Verdrahtungsteil. gekennzeichnet durch 
einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mil einer an 
einer Oberfiache eines Halbleiterelemenls (8) ausgebil- 
deten Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen 
zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer 
externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch 
verbunden ist, einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den 
ersten Elektrodenabschnitt (4) mit deni zweiten Elek- 
trodenabschnitt (5) verbindet, und einen Verbindungs- 
abschniu (6), der bei einem Teil des Verdrahtungsab- 
schnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts 

(2) ausgebildet ist, 

wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite 
Elektrodenabschnitt (5), der Verdrahtungsabschnitt (2) 
und der Verbindungsabschniu (6) aus einem plattenfor- 
migen leitenden Korper (1) ausgebildet. sind und jc- 
weils die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4), 
des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verdrah- 
tungsabschnitts (2) nicht groBer als die Halfte der 
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Dickc des Vcrbindungsabschnius (6) ausgefuhrt ist. 

8. Verdrahlungsteil nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daR der Verbindungsabschnitt (6) ein Ab- 
schnili ist. bci dem dcr Verdrahlungsahschnilt (2) und 
entweder dcr erste Elektrodenabschniu (4) oder der 5 
zweile Elektrodenabschnitt (5), dcr breiicr als dcr Ver- 
drahtungsahschnitt (2) isi, sich gegenscilig uberlappen. 

9. Verdrahlungsteil nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Verbindungsabschniue (6), die entwe- 
der den ersien Elektrodenabschnitt (4) oder den zwei- 10 
ten Elektrodenabschniti (5) aufweisen und an benach- 

b art en Verdrah tungsabsch nit! en (2) ausgebildet sind, 
derail angeordnet sind, da8 sic nicht nebencinander 
ausgerichtct sind. 

10. Verdrahlungsteil nach einem der Anspruche von 1 15 
bis 9. dadurch gekennzeichnct, daB der Verdrahtungs- 
abschnitt (2) aus dem plattenformigen leitenden Korper 

(1) durch Atzcn ausgcbildcf ist. 

1 1 . Verdrahlungsteil nach einem der Anspruche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, daB zumindesl eine Ober- 20 
flache des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des 
zweiten Elektrodenabschnitts (5) nicht dem Atzvor- 
gang unterzogen worden ist 

12. Leiterrahmen, gekennzeichnet durch 

eine Vielzahl von Verdrah Lungs lei len, wobei das Ver- 25 
drahtungsteil eincn ersten Elektrodenabschniti (4), der 
mil einer an einer Oberflache eines Halbleilerelements 
(8) ausgebildet en Elektrode (9) elektrisch verbunden 
ist, einen zweiten Elektrodenabschniti (5), der mit einer 
an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode 30 
elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahtungsab- 
schnitt (2) aufweist, der den ersten Elektrodenabschniti 
(4) mit dem zweiten Elektrodenabschniti (5) verbindeU 
wobei der erste Elektrodenabschniti (4), der zweite 
Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt 35 

(2) aus einem plattenformigen leitenden Korper (1) 
ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahtungsab- 
schnitts (2) nicht dicker als halb so dick wie der erste 
Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenab- 
schnitt (5) ausgefuhrt ist 40 

13. Leiterrahmen, gekennzeichnet durch 

eine Vielzahl von Verdrah tungstei len, wobei das Ver- 
drahlungsteil einen ersten Elektrodenabschniti (4), der 
mit einer an einer Oberflache eines Halbleiterelements 
(8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden 45 
ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer 
an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode 
elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschnitt 
(2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem 
zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, und einen 50 
Verbindungsabschnitt (6) aufweist, der bei einem Teil 
des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des 
Verdrahtungsabschnitts (2) ausgebildet ist, 
wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite 
Elektrodenabschnitt (5), der Verdrahtungsabschnitt (2) 55 
und der Verbindungsabschnitt (6) aus einem plattenfor- 
migen leitenden Korper (1) ausgebildet sind und je- 
weils die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4), 
des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verdrah- 
tungsabschnitts (2) nicht groBer als die Halfte der 60 
Dicke des Verbindungsabschnitts (6) ausgefuhrt ist. 
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ABSTRACT 

PURPOSE: To obtain a highly accurate and highly reliable semiconductor device by placing a semiconductor chip 
through an insulating substrate on one group of highly accurate metal leads, connecting the leads to fine metal wirings, 
and transfer molding them. 

CONSTITUTION: A thin resin plate 3 is attached to leads 1 having protrusions 6, and electrodes on a semiconductor 
chip 4 are connected to the leads 1 by fine metal wirings 5. Then, the leads except the protrusions 6 are sealed with resins 
2, 7, shape and size are determined and cut. According to this structure, a small-sized and thin semiconductor device 
having high dimensional accuracy and reliability is obtained without complicated structure like a both-side substrate only 
by employing metal leads of special shape at part, and is freferably adapted for an IC. 
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